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１．概要（Summary） 

 微小電気機械システム(MEMS)はセンサやアクチュエ

ータあるいは微細構造体などをシリコンチップなどの上に

形成する技術である入力や出力あるいは通信などの重要

な機能を果たし、システムに大きな付加価値もたらしてい

る。半導体微細加工技術によって、小型でありながら複雑

で高度な機能を持つものを実現できるだけでなく、ウェハ

上に同時に多数作ることができるため安価に供給すること

ができる。 

MEMS 材料として圧電薄膜は有力である。集積回路

製作プロセスとの整合性から、低温での圧電体の成膜技

術の確立が求められている。これを実現するためには下

地層として格子緩和層を成膜する必要があった。そこで

東京大学のスパッタリング装置で成膜した結果について

報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置(芝浦 CFS-4ES) 

【実験方法】 

 2 cm角のシリコン基板上にTiとPtをそれぞれ 10 nm、

200 nmスパッタリングによりそれぞれ200 Wで成膜した。

また、X線回折により材料の結晶方位の同定を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜の結果、Fig. 1に Ti と Ptの成膜後の様子を示す。

シワやクラックのない良質な膜が得られた。また X 線回折

の結果を Fig. 2 に示す。下地膜であった Pt(111)と基板

であったシリコン(400)のピークが明確に見えた。 

 
Fig. 1 The thin film of Pt/Ti by sputtering on Si 

substrate. 

 

Fig. 2 Result of X-ray diffraction. 
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